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1.  INTRODUCCION

=1 EC. -O48

En sistemas de video que emplea mas de una cdmara, es a menudc
necesario tener la capacidad para presentar distintas sefiales-
individualmente sobre un sélo monitor, en un tiempo determina-
do, y ser capdz de seleccionar la sefial de video de las distin
tas fuentes, por algin sistema de conmutacidn. Este recibe el

nombre de Conmutador de Videc.

La Figura 1.1 nos dd una idea bastante buena de la funcidn -

principal del conmutador de video.
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CONMUTADOR DE VIDEC
Figura 1.1

En 1o cual se observan cuatro cdmaras de TV que son las fuen-
tes de imigenes que el conmutador repreaentado seleccionara -
una a la vez, de acuerdo al criterio del operador que estd

creando un programa de TV; la resistencia dibujada nos indica

que los sistemas de video deben estar tarminado en 755% .



Muchas son las fuentes que originan imdgenes, cdmaras, telecine,

las mdquinas de video-tape, y las estaciones lejanas.

Crear un programa es el arte de combinar todas aquelias fuentes
disponibles de una manera armoniosa. Estc lo realiza el Director
de Camaras a través del conmutador de video. Este no es mas que
un dispositivo electrénico que recibe todas las fuentes de imdge
nes, y mediante el cual se puede obtener una sdla imagen de sali
da; 6 una combinacién de una 6 mds. Se trata no sélo de producir
imdgenes, sino que vamos a cambiar de urna a otra; es decir, el -
conmutador nos permite crear imdgenes artisticamente concebidas

a partir de todas las fuentes.

Existen 3 formas bdsicas de conmutar imdgenes; éstas son:

- E1 Corte,
- La Mezcla, y

- Los Efegtos.

E1 Corte se haﬁe directamente de una imagen a otra briscamente, -
mientras la Mezcla y los Efectos se lo hace suavemente. EI con-
mitador dispone de una fila de botones seleccionadores, correspon
dientes a cada fuente y dispone de dos potencidmetros; uno para -

Mezcla y el otro para Efectos.



s
CAPITULO II

2. SISTEMAS DE CONMUTACION Y EFECTOS ESPECIALES
2.1 CLASES DE CONMUTADCR DE VIDEO

Hay tres tipos generales de conmutador de video:

a) E1 conmutador mecénico formado con botones pulsadores donde

el banco seleccionador estd entrelazado para preveer que solamen
te una fuente sea seleccionada en un s6lo tiempo. Este tipo de
conmutador es generalmente usado con el propdsito de menitoreo ,
es decir seleccionar una fuente determinada sobre un monitor & -

un monitor de forma de ondas.

b) E1 conmutador electromecdnico; este invelucra el uso de relés
y estaciones lejanas que activan a éstos. La interaccidn entre

las fuentes de imdgenes estd formada por el arreglo de los relés.

c) E1 conmutador con disparo en tiempo de intervalo vertical -
construido en estado sélido, con un tiempo de conmutacién de una
fuente a otra de uno a dos micro-segundos, dicha conmutacién se
la hace en el periodo de Blanking vertical; tipo del cual es el

conmutador motivo de esta Tesis.

2.2 CLASE DE CONMUTACION DE TRANSICION

La Figura 2.1 ilustra los diferentes tipos de conmutador de tran
sicién. En la figura 2.1 se ilustra el intervalo de conmutacion

que prevee una transferencia de una imagen a otra, pern produce




un tiempo de borrado entre las dos escenas.

Esto produce que el cuadro de informacidn vaya a negro durante -
la tansicidn. Tl ilustra el apagado de una escena y T2 el pren-

dido de 1a siguiente escena.

En la figura 2.1b se observa el sobrepuesto en la transferencia -
de una imagen a otra. Esto produce en el cuadro de informacién -
una perturbacidén durante el barrido vertical normal, para eliminar
esto se utiliza el disparo de conmutacidn en un tiempo de interva
lo vertical; es decir, la transferencia de una imagen a otra se -
produce solamente durante el intervalo de borrado vertical. Por
este motivo es necesario que todas las fuentes de informacidn de
video estén en fase entre si. De modo que cuando la transferen-
cia es iniciada durante el tiempo de borrado vertical de la una -
senal, deberd ser completada en el tiempo de borrado vertical de

la siquiente sefial.

En 1a figura 2.1c se observa que la transferencia de la una a 1la
siguiente sefial se lo realiza de una manera disolvente; es decir,
la primera sehal se va desvaneciendo, mientras que la otra va apa

reciendo. Esta transicion no tiene problemas de perturbacidn.

En la figura 2.1d se observa que la transicidn de una 1imagen a
otra se realiza por un desvanecimiento a negre de la una sefal ,

mientras que la otra aparece de negro.
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2.3 PARTES CONSTITUTIVAS DEL SISTEMA DE CONMUTACION

Bdsicamente un conmutador se encuentra formado de las siguientes
partes:
a) Circuito seleccionador,
b) Circuito de cerrojo,
¢} Circuito genarador de disparo,
d) Circuito mezclador, y

e) Circuito generador de efectos.

CIRCUITO SELECCIONADOKR

Este circuito es el que recibe todas las fuentes ds imdgenes y -
permite seleccionar una imagen determinada & traveés de &1, cuando
recibe una sefial del circuito de cerrojo seleccionada por medio

del circuito de comando.

CIRCYITO DE CERRQJO

Este circuito recibe una sefial de disparo o gatilleo del circui

to generador de pulso en tiempo de borrado vertical, perwitiendo

ave el circuito seleccionador se abra § se cierre.
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CIRCUITO GENERADOR DE DISPARO

law. Me. ...
Este circuito recibe como informacidon los pulsos de borrado -
proveniente del generador de sincronismo, de Tos cuales deriva
los pulsos en el tiempo de borrado vertical necesarios para ac
tivar el circuito de cerrojo con el objeto de que la transicidn

de una imagen a otra no produzca deformaciones en el video.
CIRCUITO DE MEZCIADO

E1 circuito de mezclado realiza la funcidn del mezclado de una
fuente con otra provocando el desvanecimiento gradual de una -
fuente y aumentando la otra en la misma proporcion; de tal ma-
nera, que a la salida del circuito de mezcla permanezca la am

plitud de la sefial de video de un voltio en valor pico a pico.
CIRCUITO GENERADOR DE EFECTQS

Este circuito genera pulsos de gatilleo en frecuencia horizon
tal y vertical 6 mdltiplo de éstos con el objeto que conmuta-
cién de una sefial de video a otra produzca sobre un monitor el

ofecto de "BORRADO" tanto horizontal como vertical.



2.4 EFECTOS ESPECIALES

E] sistema de efectos especiales es una parte integral de todo
conmutador moderno, ellos comprenden la disolvencia de una imagen
a otra, la super posicion de dos imdgenes separadas, lo cual im-
plica el uso de diferentes formas geométricas en la transicion de

una imagen a otra.

La accién de la disolvencia o el gradual desvanecimiento de wuna
imagen mientras estd apareciendo la otra, es una técnica muy co-

min y considerada como parte normal de operacién.

La figura 2.2a nos explica la filosofia de cémo son generados -

los efectos especiales. Notemos que un generador de pulsos sirve
como control de conmutacién. Estos pulsos que son generados, con
siderando las frecuencias horizontales y verticales derivades de
un generador de sincronismo, son usados cOmo disparc para activar
una puerta de un sistema electrdnico, la cual permite que se haga
una transicién de una fuente a otra; de lo cual se obtiene en el

circuito de salida una mezcla de ambas fuentes cortadas a la fre-

cuencia que se realiza la conmutacion.
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2.4.1. EFECTOS DE BORRADC HORIZONTAL

Este utiliza pulsos de manipuleo en frecuencia horizontal para
conmutar de una fuente a otra.
como funciona este efecto.

pulsos de disparo varien en su ancho, permitiendo que una fuen

- 10 &

La Figura 2.2b nos d& una idea

Un potencidmetro permite que los -

te sea borrada horizontaimente por 1a otra fuente.
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CAPITULO III

3.- DISENO DEL CONMUTADOR Y EFECTOS ESPECIALES

3.1 DISERNO DEL CIRCUITO SELECCIONADOR DE 4 ENTRADAS

E1 circuito seleccionador de 4 entradas'esté formado basicamente
de dos bancos de imdgenes; uno para seleccionar el video de pro-
grama y otra para seleccionar el video de prevista, esto implica
que las imdgenes que salen de estos circuitos deben tener dos mo

nitores para el efecto.

Los bancos de imigenes son exactamente iguales, por 1o cual para

el efecto de andlisis de diseno sdlo se mostrard un banco.

Cada banco estd a su vez formadc por la parte eléctrica propia-
mente dicha, y la parte mecdnica. La parte mecdnica la forman

cuatro botones pulsadores cuya funcidn especifica es entregar -
un impulso o disparo & un circuito eléctrico formado por un -
SCR, siendo este el que detemine que el circuito seleccionador
determine cual fuente serd guiada a 12 salida del conmutador -
para lograr el objetivo se escogié dos etapas del tipo seguidor

de emisor en cascada y utilizando acoplamiento capacitivo.

E1 valor de los capacitores se lo escogid exclusivamente consi
derando 1a poca resistencia a las frecuencias altas usada en -

video, y permitan la transicidn dei vigeo sin distorsidn.
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La figura 3.1 nos muestra el circuito pFODUEStO.h”.Hﬁ‘izeagil__Jgiél‘_—_-

POLARIZACION DE LA PRIMERA ETAPA: PUNTO DE OPERACION ESCOGIDO.

Transistor: 2N4124

Vecc = 10 Vdc
Ic =0.5 [hé]
Ve =7.5[V]
Vce = 0.2 ]:V]
hfe = 60
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PARTE DEL CIRCUITO SELECCIONADOR DE 4 ENTRADAS ESCOGIDO PARA
EL EFECTO DE ANALISIS.

~

Figura 3.1




IC

RC = 5Kl

Ve = IB .  RB
ooz hFE . 1B

VRB =_Ic_ RB
hFE

Tomando RB = 1KSL

VRB = 0.5 ma

Tenemos -

1KSL = 8.33 m\_?[

Entonces

50

VB= VE + VBE = 7.50 + 0.70 = 8.20 [ﬂ

(60 .

RD__= 43K5L
¥v8 = Vcc RO =10
RD + RA

430Kk0= 8.2RA + 352,60KSL

15K)= 90K

VALOR E£SCOGIDO

43K = 8.20V
43¥ 5+ RA



16 =

RA = 9.43KSL

RA = 5.6K{)

POLARIZACION DE LA SEGUNDO ETAPA:
PUNTO DE OPERACION ESCOGIDO:

RE = VE =4.00V = 10KSL
IC  0.40 ma
/ RE = 10KSL

Transistor: 2N4124

Ic = 0.40 [ma]
VCE = 5.5 [ V]
VE = 4.0[ V]
hFE = 60

RC = Ve - VE - VCE = 10 V - 4V - 5.5V = 1.1KS

IC 0.40 ma

RC = 1K

VB=VE + VBE = 4.0 V + 0.7 =

4.7 V

RD— 1 (BRE)— 1 (60 . 10K)= 60KSL

T 10 10
RD = 33KSL
VB = Vcc RD = 10 33KSL
RD + RA 33K+ RA

37.288 .7 . RA = 36KLL

KA

= 4,70 V



i 16 =

PUNTO DE OPERACION DE Q3 DEBE TRABAJAR EN SATURACION.

18 = 2.5 [mal
vee = 0.2 [V]
Ve = 0.7[Y]

RB=VBB -VB =7-1.4 = 2.24KSL
IB 2.5 ma !

RB = 2.2KS1

Para D2 se utiliza SCR ECG5402 cuyas caracteristicas son las si

guientes:

IF (RMS) 0.8 [A]

VR = 100 [V]
16T = 200 [mal
VeT = .8 [v]

Su funcién es prender y apagar el transistor Q3. Para activar D2

se utiiiza un pulso sincronizado a la frecuencia vertical.

Para apagar el SCR se utiliza el método de conmutacion forzada, es
decir hacer circular una corriente en sentido contrario, a la que

circula en condicién normal de operacidn.

Para e] efecto se utiliza capacitores 1 uF/35V.

Finalmente el disefic se muestra completo en la figura 3.1.1 .
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Figura

2.1.1



ANALISIS PARA SENALES PEQUERAS

Determinacién Zi, Zo, Av para efecto de andlisis en sefial alterna.

La figura 3.1.2 nos muestra el circuito que se usard en este andli

sis.

DIAGRAMA UTILIZADO EN LA
Figura 3.1.2

En

12
12 = 514.25KSL

Impedancia de entrada de la segunda etapa.

Zi2 = 514.25K/ 33k/ 36K = 16,65KSL

En la primera etapa:

la segunda etapa tenemos:
= hie + IK (1 + hfe) RE = 10K + 1K + (1 + 60) 8.25KSL

e P
égaaK/36K £ 101/ 47%

DETERMINACION DE Zi, Zo, Av.

71 = hie + 1K + {1 + HFE) RE = 10KQ + 1KSL + (1 + 60) RE

RE = 15K/ Zi2 = 7,89K{L

53,34KCL

Z1
Zi
Zi

n

1,8k + 58,34K/ 43K/ 5.6KSL
= 7,26KSL Impedancia de entrada.
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ESCUELA 500, :
Dpto. de lnglllueri W DL UTBRM
VoV, 4.95KQ _ 0,73V, BIBLIgrg oo
4,95Ko0+ 1 8K.ﬂ. Inw, Mg }E:-"."..-I,:_F ‘‘‘‘‘ o O___’O
Impedancia de salida primera etapa:
= RTH = 1.8K/ 5,96K= 1,30KSL
VTH = 0.73Vi
hie = 10KSL
'S/hx-e.
Vo =(0,73Vi) 7,8%K5L
7 ,89KQ+ 190
e \'4 RE/ Ziz N :
289 KSL Vo = 0,71Vi
Zel __R'S _ 1,30 + 10KQ 0,19KQ
hFE 60 -
Zo, = Lef RL’.Z.’ 190 S Impedancia de salida primera etapa.

Impedancia de sa

1ida segunda etapa:

AT N\

R'S /e

_}\/\_

163 L

FAV 13 22K 225k
RTH = 17,22K/ Zo = 188 SL
VTH = 0,7Vi
Ze _ R'S _ 1880+ 10K 16951
hFE 60

Zo = 1698 Impedancia de salida.



Vo

"

o2l

(0,71Vi) 8,25K8._ 0,70Vi
8,25Kt+ 1695

(Avi)(Av2) = (0,73)(0,70) = 0,51



TABLA 1

LISTA DE PARTES DEL CIRCUITO SELECCIGNADOR 4 x 2

e

e e )

SIMBOLO DESCRIPCION CANTIDAD
€1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Capacitor electrénico 12
L1112 100 uf 10 V
€i3,14,15,16,17,18,19 Capacitor Polarizado
€20.01.2,3,4,5;6,7.8, tantalio 1 uf 35 V 8
Q9,10,11,12 Transistor 2N4124

D1,D3,D5,D7. Diodo IN 5331B 4
D2,04,D06,08. SCR ECG5402 4
R49,50,51,52. Resistencia 2.2K 1/4U 4
R53.54.55,56,7,19,31, Resistencia 33K 1/4W 8
R43.

R1,13.25,37 Resistencia 1.8K 1/44 4
R2,14,26,38 Resistencia 5.6K 1/4W 4
R4,16,28,40 Resistencia 5K  1/4W 4
rRi0,11,8,23,20,22 Resistencia 1K 1/4W 12
R34,35,32,46,47 ,44.

R3,15,27,39 Resistencia 43K 1/4W 4
K5,17,29,4%. Resistencia 15K 1/4W 4
R6,18,30,42. Resistencia 36K 1/4W 4
R12,24,36,43 Resistencia 47K  1/4U 4
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3.2 DISEFO DEL CIRCUITO DE MEZCLADO.

E1 mezclado de las dos imdgenes debe ser una mezcla aditivas; es
decir, como las dos fuentes de imdgenes por norma tienen en TV
1Vpp sobre una impedancia de 75£1 a la salida del circuito mez-
clador debe tener siempre 1Vpp esto nos dice que la disolvencia
deberd@ en un momento dado incrementar una entrada, mientras que

la otra deberd decrementarse proporcionalmente.

Experimentalmente, se consiguié mejor resultado utilizando el
siguiente circuito propuesto en la figura 3.3, el cual utiliza
el raysistor CK111€. Y como fuentes de imagenes dos etapas de
sequidor de emisor. La figura 3.2 nos muestra uno de las etapas

para efecto de andlisis.

Punto dé trabajo escogido:

e =4[V

-
1

ve =3[y
L, =1,36 [ma_]
hFE = 40

Con estos datos hallamos los siguientes valores de resistencias -

para mantener este puntc escogido.
RE = 1,5KS. RD = 100K.SL
RC = 1,8KLL RA = 110KSL

il
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ANALISIS PARA SERAL ALTERNA

PARTE DEL CIRCUITO DE MEZCLADO ESCOGIDO PARA EFECTO DE ANALISIS.

g KSL
T
e B
688 ok
“Z 1ooxa '.-SKSL! 473K8L

Figura 3.2

Zi = 52,38K/ Hie + (1 + Hfe) RE

Zi = 52,38K/ 3K + (1 + 40) 1.5K(L

Zi = 28,91KSL

Zo _R'S /RE _ .169K + 3K / 1.5KQ
th 40

Zo = 755

RY2—> c—o RYl—>0

Vo _ Vi 47KQ
47Ka+ RY1

De la curva de CK1116 (Ver apéndice)

Vo _ Vi 47k .. Vo, = Vi
47¥5x 104

Ile

RYz"'_

RL



= 26 =

I¥Y1 _ Vryl
Ryl

IY2 _ _VRv2
RYZ

[ = Iyl + Iy2

Cuando RY1 —is=0

RYZ ~—==c>

I = 1¥1

RY) =2 &2

RYZ——=> 0

I = 1IY2

Para 1 _1 IY1+1 1IY2
2 2

Esto se consigue cuando: RYL = RY2



LISTA DE

TABLA 1II

PARTES DEL CIRCUITO DE MEZCLADO.

- -

SIMBOLO DPESCRIBCION CANTIDAD
€1,C2.C3.04.C5 Capacitor electrolitico 5
100 uf 10 V
C3 Capacitor electrolitico 1
330 uf 10 V
Q1, Q2 Transistor 2N2102 2
RY1l, RY2 Raysistor CK 1116 2
R1, R2 Resistencia 110K  1/4W 2
R3, R4 Resistencia 110K 1/4W 2
R5, R6 Resistencia 1.8K 1/4W 2
R7, R8 Resistencia 1.5k  1/4MW 2
R9, R10, R11 Resistencia 47K  1/44W 3
R14, R15 Potencidmetro 10K  3W 2
R12,R13 Resistencia 560 1/4W 2




o - e e e e S e e e

0GV10z3aw 30 CLINJYID
1°2°¢ eanbiy

=]
; ©) gep X g
m &
om B3 = g
) 1o ®)
® @ °P o ©




- —— -

0QY10Z3W 30 OLINJY¥ID

2°2°¢ eunbi4

Sy
pfe} B
N\& €1 Ao+ Nty S
V !
o4 -~ oo o g, wow
__ “ 92 “p
L N
T WV o _l.f_ e
.m._-.l.luL 0/00) TOITNT n
: A ool (438
LX)
¢ = 93 <, i
A8 o4
& = i
. e 01
hmu.N AOVE
- Td Aoy .
e = l_n ddwm. 5
Ntb P
S , i ym_\ %001
bk “ ! o W gues
—— i ! $ ki,
Ea_l__ﬁm- 11 .mu.N__“ 4\/\ : \w i 12
tr OgE o 0!/ 00 ToVINT m S
CIE 5 st T4
L
sy siont [
291




v 30 -

3.3 DISERO DEL CIRCUITO DE EFECTOS ESPECIALES

Este generador de efectos especiales esté formado bésicamente por

3 circuitos:

a) El1 circuito generador rampa en frecuencia horizental.

b) E1 circuito generador rampa en frecuencia vertical.

c) E1 conmutador de efectos

La figura 3.3 nos muestra en blogue la formacion de este disefo.

LENERA
CoR
RAMPH |
HORIZ, i
GENERR
DeR =
RAMPH = viceo {  VIDEO Z
NeRTiCAL J
FORMA coN™MU i
+\0V DOR BE TADDR SHLICR
PULS0S = D g
EFECTOS

Figura 3.3
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3.3.1 DISERO DEL CIRCUITO PATRON # 1.

La funcidn de este circuito es generar una sefal rampa en la fre
cuencia de intervalo horizontal. Recibe como entrada puisos de

intervalo horizontal de un generador de sincronismo; y la salida
la sefial rampa. En la figura 3.3.1 nos muestra las sefiales de -

entrada y salida de este circuito.

PulsO EN
FRECUENCIA 4-Ne.p
HorizonNTAL J-

—=»| |2 uSet=— S6 uwsee =

~
|
|
|
|
1
|
1
l

Figura 3.3.1

En 1a figura 3.3.2 se puéde apreciar que el circuito estd forma
do por una etapa ampiificadore (Q1), y una etapa formadora de -

rampa, compuesta por Q2, y Q3.




- 32 - ESCUSLA SUPERIDR POLITECMICA DEL LITORAL
Dpto. de Ingenieria Eléctrica
BI1BLIOT ECA

Iav. Neo. ot s e apibsinabanb g AT

Para Q1 punto de operacidn escogido:

e = =

C 2.20 [ma] Ay 1 & 2.7
o

Veg =2 |V}

ve =2 [v]

Para satisfacer este punto de operacion requerido se encontrd:

RE = 1KQL
RC = 2.7KSY ;
RD = 100KSY ;
RA = 220k {1 !
|
2.3 Kl
: Qi :
S t8I5KN (e
4N \Z

e p— —

PARTE DEL CIRCUITO PATRON # 1 ESCOGIDO PARA EFECTO DE ANALISIS
Figura 3.3.la

Zi2 hgeREZ 40K

Zo22 27K

AV~ RC = Qul
— RE
ot = 1K
{
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La funcidn de Q3 es mantener el capacitor C cargdndose en todo

momento, y Q2 tiene por objeto descargar a C para de esta forma

lograr la formaci6n rampa deseada, de los datos de sefial de entra

da tenemos:

Tecarga = 56 microsegundos
Tdescarga = 12 microsegundos
T =(RC) C RC = 17KSL

56 microsegundos = (17K)C

(S}

C = 56 m.seg _ 3,29 x 10-3 uf

KLl

—
~J

¢ = 0,00329 uf

RC = 22KSvariable con el objeto de compensar la carga no lineal del

capacitor.
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3.3.2 DISERC DEL CIRCUITO PATRON # 2

La funcidn de este circuito es generar una sefal rampa en la fre
cuencia de intervalo vertical. Recibe como entrada pulso de fre
cuencia vertical de un generador de sincronismo, y entrega a la
salida una sefial de rampa. En la figura 3.3.3 se puede apreciar

las sefiales de entrada y salida de este circuito.

T
puULSO EN
: MCIA
FRECUE 4Nep
VERTICAL
Y

;\3}‘;6_ ke 16 msee le-

Figura 3.3.3

£1 disefio de este circuito es similar al del circuito patrdn # 1.

Punto de operacidn escogido para Ql.
I¢ = 2,20 [ma] Ay = 1 a 2.7
2 [V}

2 [v]

i

Vee

Ve
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i 40KLL

RE = 1K

76 75 B TRAY

La funcidén de 03 es mantener al capacitor C cargdndose en todo
momento, y Q2 tiene por objeto descargar C para de esta forma

obtener la senal rampa.

Tcarga = 16 mseq.
Tdescarga = 0,56 mseg.’

T =(RC) € RC = 22KSL

16 mseg. = (22K) C

C _16 mseqg. _ 0,72 ,u-,(
- 22K N

La figura 3.3.4 nos muestra el diagrama esquematico de este cir-

cuito.
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3.3.3 DISEAO DEL CIRCUITO SELECCIONADCR DE EFECTOS.

La funcidn de este circuito es conmutar la informacidon de dos -
fuentes de video, para esto se utiliza el IC CX130 este necesita
de una senal de disparo que se la forma en un comparador - - -

(LM1710CH). La figura 3.3.5 nos muestra el diagrama de bloques -

de este circuito:

<ENAL

RAEMPH

e COMPARR CoNMUTR

coR COR PSSR
sty M0 cx-130 SALIDA
'H'JV L
|:"VEQSOQ
: 583404

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL CIRCUITO SELECCIONADOR DE EFECTOS

Figura 3.3.5

En la figura 3.3.6 se muestra el esquemdtico de este circuito,

las curvas del LM1710, CX130, SN7404 se muestran en el apéndice.
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3.4 DISERO DEL CIRCUITO AMPLIFICADCR DE VIDEO.

Para amplificar el video se escogid el circuite integrado MC1445,
que tiene una amplificacidn de voltage 19 db y un ancho de banda
75 MHZ, experimentalmente se determind la polarizacion Gptima pa

ra las necesidades requeridas:

Nivel de DC + 10 Vdc

- 7 Vdc

La figura 3.4.1 muestra el arreglo Optimo encontrada experimental

mente.

s10NV
i0ofio IK&
= 4-
Y C"'*gg“‘ -‘5?
GANRNLCLA MC 445 _( -
x 5ALICA
3 .mﬁs——
E/”’ m
l N

AMPLIFICADOR DE VIDEO
Figura 3.4.1
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Debido a la impedancia baja de los circuitos anteriores y conside
rando que la carga en video es 75(L , se utiliza dos etapas acopla
dores seguidor de emisor. La Figura 3.4.2 nos muestra el esquemi-

tico circuito total.
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3.5 DISENO DEL CIRCUITO GENERADOR DE PULSO DE DISPARQ.

E1 objeto de este circuito es generar un pulso en frecuencia
vertical con el objeto de que la conmutacidn se haga en este

intervalo.

En la figura 3.5.1 se muestra el pulso de entrada y salida.

PULSOS EN
frecuencia
vertical

pulsos de
salida

Figura 3.5.1

Para lograr esto se conecta un capacitor de 560 pf entre dos

w

otapas sequidor de emisor. La figura 3.5.2 nos muestra el cir-

]

cuito total.
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CAPITULO 1V

4.- DISERQ DE LA FUENTE DE PODER

4.1 CONSIDERACIONES DE DISENO DE LA FUENTE DE PQDER.

Debido a que las necesidades del conmutador requerian fuentes de
suministros do + 1l0Vee = 10Vec +7VECcon un consumo aproxima
do de 1 amperio, se procedid hacer el andlisis tedrico de la fuen

te.

Para el efecto se utiliza un transistor como regulador en cada -

una de las fuentes:

DISERQ DE LA FUENTE DE +10V.

La Figura 4.1.1 nos presenta el esquema propuesto.

120 Vac % 18 vac fgi/?___{ | R 3

Figura 4.1.1

Condiciones del disefio: +10 [ﬁ]

1.2 [A]

Minimo valor de RL

RL _ 10V _ 8,33Q
1.2A

Para tener un aceptable rippie: tmin = 0.8 [Emaxl
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Emax.
Emin. = I
|
|
ll }
i Yoo
"[1 RC) Yy
Emin = Emax € ot 0.8 Emax
1 1 0,8
'é 8,33cx‘T?ﬁ):i
C = 4,48 uf

Considerando VCE = 4V de Q1

Emin = 14 [{] Emin = 0.8 [Fma%]

Emax = 17.5 [V]
Vi (T) = (Emax + 1,4) Sen 377t

Ve _ 18,9 _ 13,4 VRMS

gl =

Bajo condiciones de carga I = 1.2 [AJ

La mdxima corriente de base : Ipmax - IcMax
hFE

IBMaX = iégA = 12 ma]

R _ Emin - EZ _ 14 - 10,7 _ 330 ()
10 ma 10 ma )



La

Pd
Pd

Pc
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corriente a través de R es:

17,535010.? ) 21' [ma]

Potencia en diodo zener.

n

Ig Ez = 21 [ma]- 10 = 210

Potencia

Vce - Ic

]

en el transistor

Veemax = (7.5) (1.2A) = 9 [WATTS]

Se

escogid para el efecto los siguientes elementos:

PUENTE RECTIFICADOR : S1RB10

TRANSISTOR REGULADOR: 2SD82

DIODO ZENER: 1N4740

RESISTENCIA: 330£L

CAPACITOR: 2.200 UF

DIODO: UOSE

TRANSFORMADOR: 120/18 AC.

NOTA: Para las fuentes de -10V, y +7V el disefo es jgual al anterior;

es decir, se utiliza Tas mismas consideraciones de disefio que para 1a

fuente de +10.

En 1a figura 4.1.2 se muestra el diagrama total de la fuente, algunos

elementos se encuentran sobredimensionados debido a que se disponia

de

estos localmente.
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En la Tabla III se muestran urma lista de partes de los elementos

utilizados.

g —




LISTA DE PARTES DE LA FUENTE DE PODER:

- Bl =

- TABLA III

VD1, VDz, VD3
R1, R2, R3
£l G2, L3

Q1, Q2, Q3,
01, D3

D5

D2, D4, D6
T1

Puente rectificador
Resistencia 330 1W

Capacitor electrolitico
2200 uf 25V

Transistor 25082
Diodo Zener 10V 1W
Diodo Zener 7V 1MW
Diodo YQse W

Transformador
120Vac/18.15Vac

+10V, -10V, +7V.
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CAPITULO V
5.- RESULTADOS Y PRUEBAS FINALES

En l1a Figura 2.5 nos muestra el conmutador de video y la fuente

de poder completamente realizado.

Figura 2.5




Figura 2.6

En Ta figura 2.6 se muestra el conmutador de video previamente
instalado en el Laboratorio de Ayudas Audiovisuales de 1a ESPOL,

en la cual se utiliza como fuente de video dos camaras de TV.

La salida de este conmutador se encuentra conectado a un moni-

tor de colores de propiedad de dicho 1aboratorio.
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5.1 RESULTADOS OBTENIDOS Y PRUEBAS FINALES.

Con el objeto de evaluar Tos resultados obtenidos y deteminar la
calidad del disefio, se realizd tres medidas de respuestas del -

sistema:

A.- Medida de la respuesta Amplitud/Frecuencia.
B.- Medida de 1a respuesta a los transitorios.

C.- Medida de la respuesta Amplitud/Amplitud.

Para el efecto se contd con el siguiente equipo:

OSCILOCOPIC: TEKTRONIX 465

GENERADOR DE SINCRCNISMO: 1470 TEKTRONIX
GENERADOR DE SERAL: 147A TEKTRONIX

CAMARA FOTOGRAFICA: C-5 POLAROID TEKTRONIX
MONITOR DE VIDEQ: SONY

A.- MEDIDA DE LA RESPUESTA AMPLITUD/FRECUENCIA.

Para efectuar esta medicién se utilizé la sefial de muestreo mditi
ple (MULTIBURST), esta sefial consiste de dos sefiales de referen-
cia blance y negro, y seis muestreos de sefai sinuscidal con dife
rentes frecuencias que son G,5MHZ, 1.25MH, 2.0MH, 3.0MHZ, 3.58MH,

y 4.IMHZ.

Esta sefal nos permite medir con bastante aproximacidn la respues



ta Amplitud/Frecuencia de un sistema de video. Lo hacemos midien
do en la salida del sistema el nivel de Pico-Pico de amplitud de
cada muestreo, cerca de sus centros con el objeto de evitar lectu

ras equivocadas.

En 1a figura 5.1 podemos apreciar la sefial de muestreo miltiple en

la entrada del sistema.

{
I

N,

LR TR ———
1
1 | "

Figura 5.1 Sefial de muestreo mdltiple (ENTRADA)

En la figura 5.2 la misma sefial en la salida del conmutador, cuyo
recorrido es el siguiente: Banco de imdgenes - amplificador de -
video; cabe mencionar aqui que este es el recorrido mas corto de
la sefial. De la observacion de la foto tomada podemos apreciar

que el sistema permanece plano hasta 2.MHZ. Pero en cambio en



| i |||| H || |
i
S
e et

las frecuencias 3.0, 3.58, 4.1MH se nota un cambio de nivel; de 1o

cual se deduce que el sistema presentard cambios en el nivel de co

lor.

Figura 5.2 Sefial de muestreo mdltiple (SALIDA)

En la figura 5.3 se puede observar la misma sefial pero guiada a

través del siguiente recorrido: Banco de imdgenes - circuito mezcla
dor - amplificador de video. Se deduce de la observacion que el sis
tema permanece plano en todas las frecuencias, se nota un ligero cam

bio de nivel en baja frecuencia.



Figura 5.3 Sefial de muestreo mdltiple (SALIDA)

En la figura 5.4 se puede apreciar la misma sefial pero con el si-
guiente recorrido: Banco de imadgenes-circuito seleccionador de e-
fectos, amplificador de video. Se observa que el sistema permane-

ce plano a las frecuencias de muestreo.

Figura 5.4 Sefial de muestreo miltiple (SALIDA)
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B.- MEDIDA DE LA RESPUESTA A LOS TRANSITORIOS.™-Erzc. -

Para efecturar esta medicidn se utilizé la sefial pulso T Sen? El
término Sen especifica el tiempo de duracion del impulsc al 50% de
su ampiitud; el que es de .125 microsegundes. Se usa comunmente -
1a denominacién de HAD (HALFT AMPLITUDE DURATION). Cuando el HAD
dura .125 microsegundos se 1lama un pulso T; cuando el HAD dura -

.250 microsegundos se 1lama 2T.

En general cuando observamos esta sefial a la salida de este siste

ma. Se pueden apreciar las relaciones siguientes:

1) Distorsidn de la respuesta a la amplitud debido a las pérdidas

de alta frecuencia, achica la altura del pulso y lo hace mds ancho.

2) Distorsién de fase, se nota por la simetria del pulso respec-
to del centro, la frecuencias altas que 1legan mas tarde produciran

rizos después del pulso.

La sefal T Sen2 va comunmente acompafiado de 1a funcion escaldn.

La figura 5.5. nos muestra esta sefial a la entrada.

La Figura 5.6 nos muestra esta sefial a la salida.
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Figura 5.5 Sefial TSen® (ENTRADA)

r——— g ————

Figura 5.6 Sefal TSen’ (SALIDA)




C.- MEDIDA A LA RESPUESTA AMPLITUD/AMPLITUD.

Para efectuar esta medicion se utilizé la sefial compuesta debido

a que dicha sefial estd formada por la sehal de escalera modulada,
sefial especialmente disefiada para mediciones de linealidad, 1la
caracteristica de esta sefial es que tiene una onda sinusoidal de
alta frecuencia sumada aritméticamente a una de baja frecuencia es
que varia el nivel de DC. La sefial de alta frecuencia es la sinu
soidal de 3.58 megaherzios, pues causa el mds notable efecto de
nolinealidad que afecta al color contenido en la imagen de tele-

vision.

La Figura 5.7 nos muestra esta sefial en la entrada.

La Figura 5.8 nos muestra esta sefial a la salida.




Figura 5.8 Sefial compuesta (SALIDA)



Figura 5.9

En la figura 5.9 se observan las barras de color a la salida del

conmutador; usando para el efecto un monitor a colores.

De 1a observacidn visual se nota que no ha habido cambios en di
ferencia de fase, lo cual lo demuestra que el patrdn de color per

manece inalterable.

En la figura 5.10 se puede apreciar el efecto horizontal en el
cual la transicién de una imagen a otra se hace en frecuencia ho
rizontal, aqui observamos las sefales de barras de color y la se
fal escalera modulada, si esto 1o observamos sobre un monitor
de color, vemos que equivalen a dividir la pantalla en dos par-

tes; cada una corresponde a la fuente seleccionadora.




Esto se muestra claramente en la figura 5.11; en la cual se uti
liza para el efecto las dos camaras de TV del Laboratorio de Ayu
das Audiovisuales. Una de estas camaras es la CX1600 a colores

marca SONY, y la otra es una camara en blanco y negro.

Estas dos camaras nos suministran las imdgenes que se muestran -

en dicha figura.

Figura 5.10




Figura 5.11 EFECTOS HORIZONTAL VISTO SOBRE MONITORES A COLORES
EN EL LABORATORIO DE AYUDAS AUDIOVISUALES DE LA ESPOL.
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En la figura 5.12 se muestra el efecto vertical visto sobre un osci
loscopio,claramente se pueden ver las dos imagenes. Esto equivale

a dividir la pantalla en dos imdgenes en el sentido vertical.

En Ta figura 5.13 nos muestra una forma visual de este efecto toma
da en el Laboratorio de Ayudas Audiovisuales de la ESPOL, y utili-

zando las camaras anteriormente mencionadas.

Figura 5.12




Figura 5.13 EFECTO VERTICAL VISTO EN UN MONITOR A COLOR DEL
LABORATORIO DE AYUDAS AUDIOVISUALES DE LA ESPOL.




Figura 5.14

En 1a figura 5.14 se muestra el efecto de mezclado visto sobre un
monitor a colores de el Laboratorio de Ayudas Audiovisuales de la
ESPOL, en 1a cual se utilizaron como fuentes de video una senal
de barra de colores y una sefial proveniente de una de las cama-

ras de dicho Taboratorio.
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5.2 CONCLUSTOHNES

Una vez terminado el presente trabajo, se ha creido convenien

te hacer una evaluacion del mismo.

Cabe indicar, que la mayor parte de esta tesis se la realizd
en el Departamento Técnico del Canal 2TV. Se contd con los equi-

pos que dispone dicha planta teledifusora.

En cuanto a los elementos discretos necesarios para lograr -
obtimizar el sistema, no se disponian localmente; de todas forma
el autor del presente trabajo, se siente satisfechc con los resul
tados obtenidos, pues partiende de circuitos sencillos se ha logra
do tener, un disefio bastante aceptable. Es necesario recordar -
aqui, gue el conmutador necesita de un generador de sincronismo
para funcionar. Podria ser este generador motivo de tesis para
otro estudiante, 6 tendria que el Laboratorio de Ayudas Audiovisua

les adquiririo Tocalmente.
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APENDICES

Las caracteristicas que se muestran en estos apéndices son sacadas

de los manuales:

DISCRETE DATABOOK NATIONAL SEMICONDUCTOR
SEMICONDUCTORS MOTOROLA
GENERADOR DE SINCRONISMO TEKTRONIX
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w,i,l‘aza_gonal Process 21
él,.; ngiconducmr NPHN High Speed Switch

DESCRIPTION

Process 21 i an overlay, double diffused, cold
daped silicon epitzxial device. Complement to
Process 65

APPLICATICON

This device was designed for high spead saturited
saitching at collector currents of 10 to 100 A,

PRINCIPAL DEVICE TYPES

1018 2NZ368A
1092 1P52362 (EBC]
PARAMETER TEST CONDITIONS CMIN l TYP MAX UNITS NOTIS
% gy = lgz = lg = 10mA 7 - S ns Fig. |
ton ic = 10mA, gy = 3mA 2 12 ns Fig. 2
ot ic = 10mA, lgz = 1.50 mA 10 18 oons Fig. !
tie Ic = 1GmA, Veg = 10V, 1= 100 MH2 50 6.5
Eag Vep = 5v 20 40 pF TO13
Ciis Veg = 0.5V 4.0 50 pF TO13
heg Ie = 1mA, Veg = WV ) 30 €5 150 '
hie Ie = 10 mA, Vg = 1V 30 70 150
hre Ie = 50 mA, Vg = 1V 25 55 150
[ fc = 100 m&, Vg 71V 20 30 150
- le = 10 mA, Vg = 0.5V 0 65 150
hpg Ic = 30 mA, Vg = 0.4V 30 o0 190
Ve mat) Ie = 10mA, Ig = 1 mA 015 0.2 Y
Vegmat Ic = 100 mA, g = 10 mA 0.35 05 [V
VegsaT) Ie =10 mA, ig = 1 mA ¢80 0.85 v
Vae AT Ie = 100 mA, 1g = 10 mA 0 15 v
BVeeo fe= 10 mA 12 1= . 19 v
BVcen e = 10pA 50 55 &0 v
BVeso Ig = 10 2A 45 v
Iceo Veg = 25V 50 nA
leeo Veg = 3V - 50 nA !
s
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Process 23 NPN Small Signal

DESCRIPTION

Process 23 15 an overiay, double diffused gold
doped sihcon epitaxis! device Cemplement 1o

Process 66.

APPLICATION

This device ic designed as general purpose amt lifier
and switch. The useful dynamic range extends 10
100 mA as a2 swinch and ta 100 MHz is an

amiplifier,

PRINCIPAL DEVICE TYPES

TO-18 NS3004
T042 ZN3904
PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS NOTES
Yo ic = 10 mA, Igy = 1 mA 30 70 fs Fig. 1
o1t ic=10mA, igz = 1 mA 150 250 ns Fie.2
G Veg = 5V, 1= 1 MHz 27 40 of T8
Ci Veg = 0.5V, 1=1MH2 55 8.0 oF TC-18
Veg =5V, lg =) A, Rg = 1 ki1,
e < et e i 20 | s0 | 8
hre le = 10 mA, Vg = 20V, = 100 Mitz 2.0 50 7.0
B le * 100 4A, Ve = 5V 40 100 300
i le = 1 mA, Ve = 5Y 70 150 00
bt Ic » 10 mA, Vg = 5Y 50 150 asp
hee Ig =50 mA, Vee = 5V 30 120 200
Mg I » 100 mA, Ve = 5V 20 50 100
VeesaT) le = 10mA, Ig = 1 mA 0.07 0.0 Vv
ViE®xd) ic= 10mA, lg = 1 mA 0.70 0.80 v
Viegisat Ic =50 mA, g = 5mA 010 015 v
Vaeman e =50 mA, ig = 5mA 075 0ES Y
BVcpo ic =10 pA 60 a0 120 \
BVeeo lc=1mA 30 40 50 v
BVego Ic = 10 pA 6.0 8.0 v
Iceo Vep = 25V 50 nA
Ieeo Veg = 4V 50 nA
AREE S
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Process 12 NPN Medium Power

| DESCRIPTION
e Pioc=cs 12 is a nonoverlay, double dif used sihcon |

epitaxial device. Compiement to Proces G7. I
APPLICATION
This cevice was designed for general purpose
medium power amplifiers and swiichis requining |
collector currents up 1o 1 amp a 1 collector 1
voltages between 20 and 140 volts. :
PRINCIPAL DEVICE TYPES ‘
1092 MPSADS '-
1039 2N3019 i
TO-202 NSD10S !
T0-82+ TN3018, TN3020

PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS NOTES

ton le = 150 mA, Iy = 15 mA 50 60 nz Fig. !

o1t Ic = 150 mA, Iy = 15 mA 400 500 ns

hie fe = 50mA, Veg = 10V, 1= .0 Mz 4.0 6.5

Cin Veg = 10V 6.5 10 nF TO 39

Cap Veg =05 50 G0 pF

e ke w | 4 e

hee I = 100 pA, Vee = 10V 20 100

heg lc = 1 mA, Veg = 10V 30 130 _/"

heg lp = 10mA, Vg = 10V 40 150

hep le = 150 mA, Veg = 10V 40 170 300

heg Je * S60mA, Vg = 10V 30 130

heg lg = 1A, Veg = 10V 20 40

Vieisat le = 100 mA, 1y = 10 mA 0.1 02 v

Y j— I = 500 mA, tg * S0 mA 025 0.5 v

Viswasi le = 100 mA, 1y = 10mA 0.82 010 v

VaetwaT le = 500mA, Iy = 50 mA 1.0 1.20 v

BVeeo le = 10 mA 65 80 100 v

BVean le = 100 uA 120 v

BVeeg 1o = 10 pA 120 v

BVipo le = 10 A 7 v

lceo Vea = 90V 50 nA

lgao Vgg * 8V 50 nA
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Frocess 63 PNP Medium Powvier

DESCRIPTION

Process B3 in a nonoverlay dodble diffused, siicon
eritaxial device, Complement 1o Process 20.

APPLICATION

This device was designed for use as general purnose
amiphifiers end switches requiring coliector cur ents
to 500 mA.

g PRINCIPAL DEVICE TYPES
TO05 2N2905A
1018 2N2907A
T0-92 2N4403 (EBC), 23702 (ECB)
T0-105 ZN3545
) 70106 2N4143
TO.92+ TN2905A
PARAMETER TEST CONDITIONS NIN TYFR MAX UNTTS HOTES
A 1 ® 150 mA, lgy = 15 mA 30 45 ns Eig. 1
Tone Ie # 150 mA, 1z = 1504 220 290 ns Fiz. 2
Lo Veg = 10V | 6 : oF TCA8
E Veg = 050V 1% 1® pF TC18
hi, Ic = 20mA, Ve =20V, 1= 100 MH: 1.5 25
NE (spot) :‘_', ;‘:?z";“ Vied < IRWuhn™ W 15 3 P
hie lc = 1 mA, Veg = 10V 50 140 400
fex le = 10mA, Veg = 10V » 50 120 400
B le = 100 mA, Vg = 10V 50 13 500
hee le* 150 mA, Ve = 10V ae 150 350
bag lo = 500 mA, Vee = 10V an 50 200
Nesieis ic > 150 mA, ig = 15 mA 0.35 040 v
Veeisat) o Ie = 500 mA, Ig = 50 mA CED 1.00 v
Viemars lc = 150 mA, Ig = 15 mA 080 1.3 v
Yocisati Ic =500mA, Ig =50 mA 1.10 1.6 v
BVceo lc = 10mA as 50 65 v
BVess 1o = 100 uA as 70 o5 v
BVees Ie = 10 uA 0.45 % v
s le = 10 A 7 . v
- Veg = 40V 1 50 nA
leeo Vege =3V 50 nA
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SYMBOL CHARACTERISTIC MIN TYP. MAX. UNITS TEST CONDITIONS
h, Input Heustance 480 2000 ohms lg = 10 mA Meg = =10V
P Gutput Conductance 20 1200 Hmhos le = 10 mA Veg © =10V
he Voltage Feedlack Ratin 162 1500 x107¢ ic = 10mA Vee = =10V
hee Srmall Signal Current Gain 100 le = 10 mA Vee = =10V
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[iC1710
[:01710C

memory applhications.

® Difierential Input Characteristics —

DIFFERENTIAL VOLTAGE COMPARATORS

Input Offset Voltage = 1.0 mY — MC1710
= 1.5 mV — MC1710C
Offser Voluage Drift = 3.0 uV/°C = MC1710

= 5.0pV/PC - MCi1710C

® Fast Respons Time — 40 ns

¢ Output Compatible with all Saturating Logic Forms —
Vo =+32V1c-05V (Typ)

® Low Output Impedance — 200 Onhms

...designed for use in level detection, low-level sensing, and

DIFFERENTIAL
COMPARATORS

SILICON MONOLITHIC
INTEGRATED CIRCUIT

MAXIMUM RATINGS [Ty = «25°C uniess o1her wise ncted )

G SUFFIX
METAL PACKAGE
CASE 601

Haung Svymbol Vaive Unn
Powm Supply Voluage Veciman) 14 Vac
VEE irax) -1.0 W
[itferential Input Signa’ Voltege Vio +50 Voits
Comman Mode Input Swang Voitage Vice 170 Vol
Fear Losd Cutrent e w mh
Fovet: Do panon Fp
+ (Paceape Limitationsi
Meinl Packsge 630 mW
Derste sove Tg = +26°C 46 mer
Cerarnic Dusl inLine Fackage 625 ma
Dertie anove Ta = 425°C 50 mw/eC
Cueraning Temperature Range  MC1710 Ta -EE 1o 41245 og
MC1710C Ow+75
Storege Temperature Fange Teg 6510 4150 °c
EQUIVALENT CIRCUIT
Lq C
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LA x= in
3 = J) 3
PRI g
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WOWINVERTING P ¥
oyt N ouTey
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e - J

L SUFFIX
CERAMIC FACKAGE
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e (T )we
et (D
= i [
i s

" [V e
, e

PSUFEIX
PLASTIC FACKAGE
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MC1710, MC1710C

TYPICAL CHARACTERISTICS

FIGURE 1 — VOLTAGE TRANSFER
CHARACTERISTICS
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MC1710, MC1710C

TYPICAL CHARACTERISTICS iContinued)

FIGURE 7 - RESPDNSE TIME
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ve = +12 Vac, Veg = 6.0 Vde, Ta = +25°C unless otnerwiie noted )

Chraracies mmic Symbal Min Typ Max Lime
irput Oftset Voitage Vio mvde
(Vg =14 Vvoc Ta=+25°C) MC17102 - 10 20
MC1710C - 10 S0
Vg = 1.8 Ve, Ty = -55°C) MC1710 - - o
IV = 1.0 Vdc T = +125°C MC1710 - - 10
(Vg = 15 Vds, T = 0°C) MC1710C - - 65
Vg = 1.2 Vae, T = +75°C) MZ1710C - - €5
Temperature Coethicient of Input CHfset Voltage avip/aT - o - wVeC
Input Ottt Current ho wAde
(Vg = 1.4 vac, Ta = +25°C MC1710 - 1.0 e
MCITIOC - 1.0 50
fvg = 18 Vde, Ta = -557°C) MC1710 - - 7.0
Vg » 10Vdc, Ta = *125°C) MC1710 - - 30
Vg = 15Vse Tg = 0°C) MCi7100 - - 15
(Vg =12Voc Ta = +75°Ci MC1710C - - 15
tnput Buas Current he uAoe
(Vg =14 Vdc, Ty = +25°C) MC1710 - 12 20
MC1710C - 12 25
(Vg = 18 Ve, Tg = -55°C) MCIT10 - - 45
Vg =10 Voc, Ty = +125°CH MC1710 - - 20
(Vg = 1.5 Vdc, T4 = 0°C) MC1710C - - an
(Vg = 1.2 Ve, Ta = +75%C) C MCITI0C - - 40
Voitage Gan A al ViV
iTa=+25°C) MC1710 1250 1700 -
MCIN0C 1900 1700 -
l"t‘-Tu,wm'l,,"nl"i MC1710 1000 - -
MC1710C 800 - -
Cutput Hetintance L - 200 - Onrms
Diiterential Voltage Range vip =50 - - Vor
Posiniwe Output Voitage = Voe 25 3.2 40 Voc
Vip=50mv 0Kig<S0mAl
Megative Cutput Voltape Voo -i0 08 [ Vac
1y *-50mvl
Cutput Sink Current los il o
tp >-50mV, Vg <o MCI70 20 25 -
MCInoc 16 25 -
Wip2-50mV,. Vg 20.Ta = Tiow MCIT0 10 70 -
MCITI0C 05 - =
Input Comman Moce Voitage Range Vica 50 - - Vet
(VEg = =7 0Vac)
Commun Made Feection Ranio [SVET -]
IVeg = -7 0 Vde Rg < 200 Ohms) MC1710 8o 100 -
MCIT0C 0 100 -
Propagation Deisy Tima tor Positive and Negative Going input Fuise WL - a0 - ns
iVip* 50mV + Vgl PHL - =L -
Fowe: Suppty Cutrent e
v <o o= - Hhaé g0
ig- - €5 70
Power Comumanion Po = 115 150 e

{1) Tigu = -55°C for MC1710. 0°C tor MC1710C
Thigh = *125°C for MC1710. +75°C for MC1710C

-
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